Ejercicios Filtros GM-C

1) Encontrar la función de transferencia del filtro de la fig. 3.7. De qué tipo de filtro se trata?


[image: image18.png]kil
RTINS





Figura 3.7
2) a-Encontrar la función de transferencia del filtro de la fig. 3.8b

      b-Encontrar una versión “single ended” del mismo
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Figura 3.8b

3) Implementar el filtro elíptico pasa-banda de 6to orden de la figura 4.14 utilizando  giradores. 
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Fig 4.14
4) Implementar el filtro Gm-C pasa bajo de 4to orden de la fig. 5.9 usando la metodología de variables de estado.
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Fig 5.9

5) Diseñar un filtro Gm-C, “leapfrog”, completamente diferencial, Butterworth de 5to  orden, pasa bajos, con frecuencia de corner de Wc=5Mhz y ganancia unitaria en la banda de paso. El capacitor de menor valor  a utilizar es de 2pF. Los elementos normalizados de la escalera LC son: 

       Rs=1, C1=0.618, L2=1.6180, C3=2, L4=1.618, C5=0.618, RL=1.
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        -Simular con SPICE a nivel comportamental con GM ideal
       -Visualizar los nodos internos y detectar si hay necesidad de “Scaling”.
       -Agregar a los GM impedancias de salida finita en diferentes simulaciones AC 

        (…100k ,1Meg, 10Meg…) y observar el efecto de la impedancia de salida   

         finita del transconductor en la función de transferencia del filtro.
       -Utilizando el bloque GLAPLACE, agregar a los GM un polo no 

       dominante situado a 1 octava , una década, dos décadas….de Wc y realizar 

        distintas simulaciones AC para observar los efectos del error de fase tipo 

        “exceso” en el filtro.
6) En el circuito de la figura 15.21, I1=100uA, I2=10uA, (W/L)9=2, Vc=5V and Vi- = 2.5V. Asuma la tecnología CMOS AMI 0.35u
a) Encontrar la Transconductancia Gm

b) Asumiendo un  transconductor perfectamente lineal, encontrar Io1 cuando Vi+ es igual a 2.6V y 3V.

c) Idem b) pero teniendo en cuenta la ecuación Triodo de Q9. Comparar los resultados b) y c).
d) Simular con SPICE y comparar con b) y c). Asuma para los transistores restantes (W/L)=10 y Vdd=5V 
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Fig 5.9

7) Escoja transistores de tallas razonables para el circuito de la figura 15.25 para obtener un transconductor con Gm=0.3mS, con I1=100uA, k1/k3=6.7 y un rango de tensión de entrada de 1 Vpp.
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Figura 15.25

8) Mostrar que la transconductancia del circuito de la figura 15.32 está dado por:
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 Figura 15.32

9) Mostrar que en el circuito de la figura 15.36 se cumple que:
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. Ignorar el efecto Body de los transistores.
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Figura 15.36
10) Utilizando la Tecnología AMI 0.35u, dimensionar el transconductor de la figura 10 para obtener un Integrador con fT=5Mhz sobre CL=5pF, con una excursión entrada-salida de Vinpp=Voutpp= 1Vpp, Slew Rate=3V/us. Calcular los (W/L) de todos los transistores, Io, Vc y la mínima tensión de alimentación Vcc necesaria, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
-Debe minimizarse el error de copiado del espejo PMOS sin comprometer demasiado el swing de salida (i.e. GVOMp=0.3V)

-Debe minimizarse la caída de tensión Vgs en los Mn sin que estos trabajen en Inversión Débil de modo de evitar grandes áreas con grandes capacidades parásitas.
Con los valores obtenidos, simular con SPICE la respuesta en frecuencia del integrador y la respuesta temporal a una onda senoidal de diferentes frecuencias. Estimar la THD del integrador.
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Figura 10
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Tecnología: AMI 0.35u
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